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- (54) Spésob vytvarania submikrometrovych Struktar

Vyndlez sa tyka spdsobu vytvarania sub-
mikrometrovych $truktur s vysokym pome-
rom vysky obrazcov k Sirke. Umoziuje
pripravit takéto Struktury bez pouZitia
elektromechanickych metoéd ovrstvenia ten-
$ich odpovedajicich $truktir a odstranuje
nutnost pouZivat pomerne hrubé vrstvy
elektrénovych rezistov, ktoré znemoZnuju
presné vytvorenie obrazcov submikrometro-
vych rozmerov., Vynalez mé pouzitie v mik-
roelektronike.
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Vynélez sa tyka spésobu vytvarania sub-
mikrometrovych truktur s vysokym pome-
rom vySky obrazcov k ich $irke.

Doteraz zndme postupy st nasledovné.
Jedna z metéd pouZiva za udelom zabezpe-
¢enia vysokého pomeru vysky obrazcov k
Sirke nanesenie dvoch vrstiev rezistu odde-
lenych tenkou kovovou vrstvou. Obrazec sa
elektrénovou litografiou vytvori vo vrchnej
~rezistovej vrstve, prenesie sa do kovovej
vrstvy a tdto potom sluzi ako in — situ
maska, pre réntgenovd litografiu na spodnej
rezistovej vrstve. Ind metoda pouziva kom-
binaciu elektrénovej a hlbokej UV litogra-
fie. V tomto pripade vrchni vrstva nepre-
hladného rezistu alebo kovu sluzi ako maska
pri tvarovani spodnej rezistovej vrstvy hl-
bokou UV litografiou. Pri metéde je potreb-
né pouzit vhodnui kombinaciu rezistov. Ne-
vyhodou tychto metoéd je nutnost pouzivat
dva litografické postupy a pouzivat pomerne
hrubé vrstvy rezistu, ktoré zniZuji vernost
prenosu. obrazea. _

Uvedené nevyhody v podstatnej miere
odstrafiuje vynalez.

Podstata sposobu vytvarania submikro-
metrovych Struktir podla vynédlezu spodiva
v tom, Ze na podlozku sa nanesie zakladn
vrstva materidlu .s odpraSovacim koeficien-~
tom k = 1 pri energii dopadajicich i6nov
orgdnu 200eV, s vyhodou nanesenia zlatej
vrstvy, na ktoru sa nanesie medzivrstva
plazmochemicky leptatelného materialu s od-
praSovacim koeficientom k = 0,4, s vyhodou
nanesenia medzivrstvy z nidbu, v ktorej sa
litograficky a pomocou plazmochemického
leptania vytvori §truktdra so submikromet-

rovymi rozmermi a takto vytvoreni medzi-
vrstva tvori masku pri preneseni obrazea do
zékladnej vrstvy pésobenim vysokofrekvené-
ného vyboja inertného plynu.

Vyhodou spésobu podla vynalezu je, ze
odstrafiuje nutnost pouzit dva litografické
postupy, hrubé vrstvy rezistu PMMA a tak-
isto potrebu elektrochemického zhrubovania
pouzivaného pri niektorych technolégiach.

Na pripojenom vykrese a to na obr. 1 je
znazornend kremikovad podlozka s nanese-
nou vrstvou zlata, na obr. 2 je uz nanesena
vrstva niébu, na obr. 3 je zndzornena vytvo-
rend rezistova (PMMA) vrstva, na obr. 4 vi-
diet prenesenie obrazca z rezistu do masko-
vacej vrstvy niébu plazmochemickym lepta-
nim a na obr. 5 je zndzornena vytvarovana
zlatd vrstva pomocou vysokofrekvenéného
leptania.

Priklad

Na kremikovi podlozku sa vdkuovym na-
parenim nanesie hned poZadovanych 300 a%.
400 nm zlata. Potom sa nanesie asi 50 nm
hrubd vrstva nidbu, ktora sa pokryje rezis-
tom (PMMA) polymetylmetakrylatu, v kto-
rom vytvori pozadovany obrazec. Tento ob-
razec sa prenesie do vrstvy nidbu reaktiv-
nym plazmochemickym leptanim, ktoré ne-
lepta zlatu vrstvu. V dalSom obrazec v nidbe
tvori masku pre leptanie zlatej vrstvy vo
vysokofrekvenénom, vyboji. VyuZiva sa tu-
velky rozdiel rozprasovacich koeficientov

‘niébu a zlata. Namiesto niébovej vrstvy je

mozné pouZit i iny material, ktory ma nizky
rozpraSovaci koeficient a ktory je mozné
plazmochemicky tvarovat.

PREDMET VYNALEZU

Spésob  vytvarania submikrometrovych
Struktdr pomocou plazmochemického lepta-
nia a leptania vo vysokofrekvenénom vyboji
inertného plynu vyznadujuci sa tym,
- Ze na podlozku sa nanesie zdkladna vrstva
materidlu s odprasovacim koeficientom k = 1
pri energii dopadajtcich iénov argénu
200eV, s vyhodou nanesenia zlatej vrstvy,
na ktoru sa nanesie medzivrstva plazmoche-

micky leptatelného materidlu s odpragova-
cim koeficientom k < 0,4, s vyhodou nane-
senia medzivrstvy z niébu, v ktorej sa lito-
graficky a pomocou plazmochemického lep-
tania vytvori Struktura so submikrometro-
vymi rozmermi a takto vytvorena medzivrst-
va tvori masku pri preneseni obrazca do
zékladnej vrstvy pdsobenim vysokofrekvend-
ného vyboja inertného plynu. '

1l vykres
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